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Yariiletken teknoloijisi

Buglin kullanilan en 6nemli ve belki de en heyecan verici olan
diyotlar, transistorler, tristorler, termistorler, fotovoltaik
hicreler, foto transistorler, fotorezistorler, lazerler ve timlesik
entegrelerin hepsi yari iletken malzemelerden yapilmistir.
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Malzemeler elektrigi iletme yeteneklerine gore siniflandirilmaktadir.
« GUmMUs ve bakir gibi bir elektrik akimini kolayca geciren maddeler iletken
Ya rl | IEtken te knOIOJ |S| olarak adlandirilir.Kaucuk, cam ve Teflon gibi bir elektrik akimini ge¢gmekte
zorlanan malzemeler yalitkan olarak adlandirilir. iletken ve yalitkan arasinda
bulunan tglncu bir malzeme kategorisi vardir. Bu t¢lincu kategori
malzemeler yari iletken olarak adlandirilir.
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Yari iletken teknolojisi

Silikon

Silikon, elektrikli cihazlarin yapiminda
kullanilan en 6nemli yari iletkendir. Diger
germanyum ve selenyum gibi malzemeler
de bazen kullanilir, ancak daha az
populerdir.

Saf formdaki silikon elektrikli cihaz
yapimina olanak saglayan benzersiz bir
atomik yapisi vardir.

Diyot, transistorr ve gines pilleri gibi elektronik cihazlarin
tasarlanmasinda n-tipi ve p-tipi silikonun elektrigi ilettigi
davranislar (elektron akisi ve delik akisi) cok 6nemlidir.

n-tipi ve p-tipi silikondan yapilmis levha, dizelerden olusan
yapilara bir dis gerilim ya da akim uygulandiginda, benzersiz ve
cok kullanish 6zelliklerin ortaya ciktigini belirlenmistir. Bu essiz
ozellikler, delik akisi ve elektron akisi arasindaki n tipi ve p tipi
yariiletkenler arasinda i¢ etkilesim ile mimkun kilinmistir.

Group
classification Oxhitals Fac;:srce:nt-srsd
\ v Atomic 152, 252, 2ps, 352, 3p? = c::bn:: irysta[
number d Sitruciure
Symbol \ﬁ/ (diamond structure)
Atomic Si 14
weight Hﬁh& Sj
28.086 4 valence
- electrons ff/
m&_ Covalent T Sj atom

™ Name

bond



Yari iletken teknolojisi

Diyot
Diyot, elektrik akimi akisina tek yonli gecit gorevi goren iki uglu yari iletken malzemedir. anode > cathode
Diyotlar, en yaygin olarak, AC gerilimlerini ve akimini dc gerilimlere ve akimlara (6rnegin, |
AC / DC giic kaynagi) donistliren devrelerde kullanilir. Diyotlar gerilim ¢ogaltici devreler,
voltaj degisimli devreler, voltaj sinirlayici devreler ve voltaj reglilator devrelerinde de
kullantlir.
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Yari iletken teknolojisi

Diyot

Diode Packages
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C—— P2
DU'4| (- ... -
-—l—-_* Switching, Surface Mount
Dual Axial DO-5
T0-220 Insulating If I SIOG
washer —— Heat
A Sink
SMB - —
High Power / §
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Yari iletken teknolojisi

Diyot

Zener Water Analogy
Zener |V Curves
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Yari iletken teknoloijisi

Transistor

Transistorler, elektrikle kontrol edilen anahtarlar veya amplifikator kontroll olarak
islev goren yari iletken cihazlardir. Transistorlerin guzelligi, su akisini kontrol etme
sekline benzer bir sekilde elektrik akimini kontrol etme 6zelligi olmasidir.
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B _/ junction
base) |: P
H + '
- . Base-Emitter
n .
junction
E (emitter)

b) npn

E
(a) npn

(c) pnp

(b) pnp



Yari iletken teknolojisi

Transistor

Musluk ile su akisi bir kontrol digmesi ile kontrol edilir.
Transistor bir kontrol ucuna uygulanan kiguk bir voltaj ve / veya akim diger
iki ucu boyunca daha buyuk bir elektrik akisini kontroll saglar.

Bipolar Transistor Water Analogy PP WATER ANALOGY

Collector
NPN WATER ANALOGY current
Collector
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Base
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Base [ @
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Yari iletken teknolojisi

Transistor

Burada bir roleyi kontrol etmek icin bir npn transistora kullanilr.
Transistoriin tabani bir kontrol voltaji / akimi aldiginda, réle bobinden
akimin akmasina ve rolenin durumlari degistirmesine izin vererek transistor
acilir. Diyot, rélenin bobini tarafindan yaratilan voltaj artislarini ortadan
kaldirmak icin kullanilir. Réle dogru voltaj derecesine, vb. gore secilmelidir.

RELAY DRIVER
+6V

IN914 %
P

control K p
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Yari iletken teknolojisi

Entegre bir devre (IC),tek bir silikon ¢ip tzerinde bir dizi direnc,
kapasitorler, diyotlar ve transistorler iceren minyatur bir devredir.

Tumlesik entegre Bir IC icindeki direnclerin, kapasitorlerin, diyotlarin ve transistorlerin sayisi
sadece birkac ila milyon arasinda degisebilir.
Herseyi boylesine kliclik bir pakete sokma tim bilesenlerin tretim
asamasinda silikon cip icine gomulmesi kliclik n-tipi ve p tipi silikon
yapilarin disina ¢ikarilmasidir.. Kiiclik transistorleri, rezistorleri, kapasitorleri
ve diyotlari birbirine baglamak icin, ylizey boyunca aliminyum kaplama
uygulanir.

Attaching chip to metallic lead frame

o AN \__L\)#,___ o .ﬁm.._.

Silicon 1 Aluminum

dioxide

Encapsulation in plastic Final result
or epoxy shell (DIP)



Yari iletken teknolojisi

Timlesik entegre




Dijital elektronik

Dijital Sinyaller

Analog Signal

continuous voltage waveform

Yuksek (high) yada disuk (low) sinyal seviyelerine gore kesikli
olarak degisen sinyallere dijital sinyaller denir

Dijital elektronikte, bir devrenin herhangi bir noktasinda sadece iki voltaj durumu
bulunur. Bu voltaj durumlari ya ylksek (high) ya da disuik (low) dur.

Bir devre icindeki gerilimin yiksek veya diistk olmasi sayisal bir bilgi anlamina
gelebilir. Ornegin, bir anahtarin veya bir transistdriin acik veya kapali durumu, bir
sayinin bir bitini, bir olayin meydana gelip gelmedigini veya bir eylemin olusup
olusmadigi bilgisini temsil edebilir.

Digital Signal Using a switch to demonstrate logic states
+5V +5V
HIGH (H), or 1
LOW (L), or l 10K 10K
+5V — T +5V 0V
: HIGH LOW
oV (logic 1) (logic 0)

discrete voltage levels j



Dijital elektronik

Binary: Dijital devreler sadece iki voltaj durumu ile ¢calistigi icin
ikili say1 sistemi kullaniminin takip edilmesi yeterlidir. 10 luk
tabana gore 736 sayisinin

73610=7 x10%+3 x 10* + 6 x 10°

10 11100000

(109)10=01101101

109 . to binary

109/2 = 54 w/ remainder 1 (LSB) 7 10100100 to decimal
542 =27 w/ remainder
e LI - T s S I 1

272 =13 w/ remainder1 | ¥ r 2 =
- MsEY) L O 1 0O O 1 0O 0 (LsB)

13/2 =6 w/ remainder 1

6/2 =3 w/ remainder 0 ‘ ug * 3? - g
32 =1 w/ remainder 1 : i:’l; 4
172 =0 w/remainder 1 (MSB) 0 x 53 =0
y—',— 0x2'=0

Answer: 1101101 1 x25=32

8-bit answer: 01101101 IZI] X Ef = [1}13
Xl =12

(10100100) = (164)10



Dijital elektronik

Mantik kapilar::

INVERT (NOT) Truth table

in | out

in 4>07 out

0 = LOW voltage level
| = HIGH voltage level

AND

4 — 0 1|0
B — ot 1 0| 0

Switch
analogy
lamp
(out)
in - 5)
On=1
Off=0
A B
0 0
- :/ lamp
+ 1 I “JIJ'.}

T On=1

Off=0




Dijital elektronik

Mantik kapilar::

NAND

e

OR
p ] o

NOR

p L
B out

0 o)1
01 1
I 0| 1
I 1| 0

A B | out

00
01
1 0

—
L=}

A B o

lamp
0 A (out)

T {Jﬁﬁ :El:.':l}n=l

'T Off =0

|+

0
A l lamp
+ 0 (out)
— 1
B
On=1
Off=0
A B lamp




[AHCXX kapilari:

High: 25-5V; Low: 0-2.1V

T4HCOO Series

Quad 2-input

NAND

AT
1B Eﬂ
1Y [F] &

24 [T

[14] Vec
[13] 4B
T3] 44
[11] 4Y
[10] 3B
E 3!\

2B Eﬂ
2Y [5] &

GND [T]

BE)

T4, TALS0M,
TAF(, T4HCOD, etc.

Dual 4-input
NAND
A [— [@v,
1B [T 13] 2D
NC [E] 17] 2C
1C [1] 11] NC
1D [5] 0] 2B
1Y (6] [0] 24
GND [T ] 2Y

7420, T4L520,
T4F20, T4HC20, etc.

Quad 2-input

NOR

Y [T}
1A E%
N ER @

2Y [3]

[14] Vec
[13] 4Y
[1Z] 4B
7] 4A
(0] 3Y
@] 3B

2 E@
2B [ @

GND [T]

T]3A

7402, T4LS02,
T4F02, T4HCD2, etc.

Dual 4-input
AND

AT — [[ V.
1B [T 3] 2D
NC [T 3] 2C
1C [4] [1T] NC
1D [5] 0] 2B
1Y [&] (9] 2A
GND [7] 5] 2y

7421, T4L821,

T4F21, TAHC2I. etc.

Hex Inverter

Ao [ Ve
1Y IIE T3] 6A
2A [3] EE 6Y
2y II} 1] 5A
3A 5] EE 5Y
3Y E} EEL
GND [T] EE 4Y

7404, TALSD4,
T4F04, T4HCD4, etc.

Triple 3-input

NOR
A [C—_ [V,
IB II@EI IC
24 3] 3] 1Y
2B [1] 1] 3¢
2¢ [5] 0] 3B
2Y [&] 5] 3A
GND [T] 5] 3Y

7427, TALS2T.
T4F27. TAHC2T, etc.

1A [T
1B [Z]
1Y [F]
2A [
2B [F]
2y [&]
GND [T

T408, T4LS08,
T4F0E, T4HCOE, etc.

8-input NAND
A [ Ve
B [T 3] NC
S Ex 3] H
D [3] mfe
E [5] 0] NC
F [&] 7] NC
GND [T] 7] Y
T430, T4LS30,

T4F30, T4HC30, etc.

Triple 3-input

NAND
A [T—. [[@ Ve,
1B E@E 1C
24 [F] 2] 1Y
2B [ 1] 3C
2 [5] 0] 3B
2y [&] 9] 34
GND [T ENE
7410, T4LS10,
T4F10, T4HC10, eic.

Quad 2-input

OR
AT [V,
B EB 5] 4B
1Y [5] &E 4A
2A [4] 1] 4Y
2B Eﬂ 0] 3B
2Y [6] EE 3A
GND [T (%] 3Y

T432, T4L532,
T4F32, TAHC32, etc.

Triple 3-input

AND
A —, [ Ve,
1B IZJTEEI 1C
2A [F] 2] 1Y
2B [A] 1] 3C
2C 5] [10] 3B
2Y [E] 0] 3A
GND [T 7] 3Y
7411, T4LS11,
74F11, T4HCI1, eic.
Quad 2-input
XOR
A [T [V,
1B E% [13] 4B
1Y 3] &E 4A
2A [4] [T1] 4Y
2B E% [10] 3B
2Y 6] &E 3A
GND [T 7] 3Y

T486, TALSE6,
T4FE6, TAHCES, etc.



CMOS 4000B kapilari:

High: 23.3-5V; Low: 0-1.7V

4000 (B) Series

Quad 2-input
MNOR

1A [T @]V,
1B E% [13] 4B
1Y 2] &D 44
2Y [4] [T1] 4Y
2A E% 0] 3Y
2B [&] EEI 3B
Vi [T (5] 3A

CMOS 4001(B)

Hex inverter

1A [ ]V,
1Y EE T3] 6A
24 3] iﬁl 6Y
¥ E} [1T] 5A
3A 5] EE 5Y
3Y Ej (9] 4A
Ve [0 ?:E 4Y

CMOS 4069(B)

Dwual 4-input
NOR

L=

1Y [T v,
1A (= {2y
1B [T 7] 2D

IC [7] 1] 2C
1D [5] é@ 2B
NC [&] (7] 24
Vg 7] (5] NC

CMOSE 4002(B)

Quad 2-input
OR

1A [ [14] Vi,
1B EB T3] 4A
1Y [T gE 4A
2y [ [1T] 4Y
2A Eﬁ [T0] 3Y
2B [&] EE 3B
v, [0 5] 3A

CMOS 4071{B)

Quad 2-input
MNAND

9] Voo
(13] 4B
[12] 4A
(11] 4Y
(0] 3Y
(9] 3B

(5] 3A

CMOS 401 I(B)

Triple 3-input

AND
AT @V,
1B [T T3] 3C
2A [ (2] 3B
2B [1 7] 3A
2C 5] 0] 3Y
2Y [&] o1y
Ve [T 5] 1C

CMOS 4073(B)

Dual 4-in
NAND

CMOS 4012

put

(B)

Quad 2-input

XNOR

1A [T}
|B|z%

v 5] &
2A [

QBEE
2Y [} %

1] Vo,
T3] 4B
7] 4A
1] 4Y
0] 3Y
9] 3B
(& | 3A

v, [T

CMOS 4077(B)

Quad 2-input

XOR

1A [0
.BE%
1Y [F] &
v &

L'-.EE
2B [6] %

[14] Vg
13] 4B
T3] 4A
[11] 4Y
[10] 3Y
9] 3B

v, [T

5] 3A

CMOS 4030(B)

Quad 2-input
AND

1A [T
IBEE]
1Y (5]

3] 4B
1) 4Y

TV,

2Y [
A EQ
2B [&]

CMOS 4081

[10] 3Y
9] 3B
V. [0 3A

(B)

8-input NAND

L=

Ned T [ Vi
A [T TEIRY
B [E] 1Z] H
C [+ mis
D [E] (0] F
NC [&] 91 E
V. [T (] NC
CMOS 4068(B)
Dual 4-input
AND
1Y [T [@ vy,
1A [T 3] 2y
1B [T 7] 2D
1C [&] Ms
1D [5] 0] 2B
NC [&] (7] 2A
v 1] 5] NC
CMOS 4082(B)
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